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Данная работа посвящена изучению состава, морфологии и электронной структуры нанопленок NiSi2, полученных на поверхности Si(111) с использованием метода твердофазного осаждения [1].
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Рис. Зависимость интенсивности I проходящего света от энергии фотонов для Si с нанопленкой NiSi2 толщиной h, Å: 1 – 5; 2 – 200.

На рис. приведены зависимости интенсивности проходящего света I от энергии фотонов h( для Si с нанопленкой NiSi2 толщиной h = 50 Å и h = 200 Å. В первом случае резкое уменьшение интенсивности проходящего света наблюдается при двух значениях h( = 0.5 и 1.0 эВ, которые связаны с поглощением света соответственно на участках, покрытых наноостровками NiSi2, и на участках, не покрытых NiSi2. Экстраполяция этих кривых к оси h( показывает, что для NiSi2 значение Eg ~0.6 эВ, а для Si ~1.1 эВ. В случае сплошной пленки NiSi2 значение I резко уменьшается до нуля в интервале h( = 0.5–0.6 эВ.
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